BDX 25

NPN-Silizium-Leistungstransistor fiir hochwertige
NF-Endstufen und Schalteranwendungen

BDX 25 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Leistungstransistor im Gehduse 9 A2
DIN 41875 (SOT-9). Der Kollektor ist mit dem Gehiuse elektrisch verbunden. Fir die
isolierte Befestigung des Transistors auf einem Chassis sind eine Glimmerscheibe und
2 Isoliernippel vorgesehen, welche zusitzlich zu bestellen sind. Der Transistor ist besonders
in hochwertigen NF-Endstufen und fiir Schalteranwendungen geeignet.

Typ l Bestellnummer l Typ I Bestelinummer
BDX 254 Q62702-D145-Vv4 ’ Glimmerscheibe - Q62901-B16-A

BDX 25-6 Q62702-D145-V6 Isoliernippel” Q62901-B50
BDX 25-10 Q62702-D145-V10 (Siprelit, schwarz)

8420
¢1‘5’02 {
z
X
24
->{pepe
205"

Gewichtetwa 83 g MaBe in mm Glimmerscheibe Isoliernippel

) trocken: R, = 2,5 K/W MaBstab 2:1

gefottet: A, =1 K/W

Grenzdaten i BDX 25
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 125 v
Kollektor-Basis-Spannung Uceso 130 \"
Emitter-Basis-Spannung Ueso 5 A4
Kollektorstrom Ic 5 A
Kollektor Spitzenstrom 1) Icw 10 A
Emitterstrom I 6 A
Emitter Spitzenstrom ) Ienm 10 A
Basisstrom Iy 2 A
Basis Spitzenstrom 1) ) Ism 3 A
Sperrschichttemperatur T 200 °C
Lagertemperatur Te —65 bis +200 | °C
Gesamtverlustleistung (7 = 45°C; Uce < 13 V) Peor 34 w
Wirmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Transistorgehiuse Rinve =46 K/wW
Kollektorsperrschicht — Umgebung Rengu =85 K/W

)»210tp; 2, <10ms
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BDX 25

Statische Kenndaten (75 = 25°C)

Der Transistor BDX 25 wird bei Ic =1 A und Uce = 1V nach der statischen Stromver-

starkung gruppiert und mit Zahien der DIN-R-5-Normenreihe gekennzeichnet. Fiir folgende-

Arbeitspunkte gilt:

Typ BDX 25 BDX 25
B-Gruppe 4 6 10 '
UCE Ic B B B UgE
V) (A) I/Iy I/ Iy I/Is V)
1 0,01 —_ > 30 —
1 0.1 _— > 15 —_
1 1 40 63 100 <12

(25 bis 60) (40 bis 100) (63 bis 160)
2 3 — > 20 —_—
2 5 L — > 10 —_— <18
Statische Kenndaten (TG =25 °C) BDX 25
Kollektor-Emitter, Séttigungsspannung
(Ic =1A; IB =0,1 A) UCEsat < 05 \)
(I.=3A; I, =03A) Ucesat <1 v
Kollektor-Emitter- Reststrom (UCE = chm.x) Icgs <1 y.A
Kollektor-Emitter-Reststrom (7, '= 150°C) Tces < 150 wA
Kollektor-Emitter-Reststrom (7, = 100°C) Tcex < 300 wA
Emitter-Basis-Reststrom * Iso <1 pA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung (Ic = 50 mA) = Upyceo > 125 v
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung (I = 100 pA) Uericso > 130 Vv
Emitter-Basis, Durchbruchspannung (I = 10 pA) Uisrieso >5 \'
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BDX 25

- Dynamische Kenndaten (7; = 25°C)
Transitfrequenz
Ic =200 mA; Uce = 10 V; f = 20 MHz
Leerlauf Kollektor-Basiskapazitat
(Ueg =10V; Ie = 0, f = 1 MHz)
Schaltzeiten:
Ic'= 2A, 151 N IBZ ~ 200 mA

Ic =1A; 131 (] Igz ~ 50 mA

Temperaturabhingigkeit der
zuléssigen Gesamtverlustleistung
Peor = f (Tg); Uce = Parameter
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BDX 25
fr 30 MHz
Cceo 70 pF
tein <05 ©s
taus <2 us
ts <1 us
tein < 0,3 us
taus <15 us

Zuléssige Impulsbelastbarkeit
W Ienge = £ (t); v = Parameter
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NPN-Transistor fir leistungsstarke NF-Endstufen BDY 39

BDY 39 ist ein einfachdiffundierter NPN-Silizium-Transistor im Gehduse 3 A 2 DIN 41872
(dhnlich TO-3). Der Kollektor ist mit dem Gehause elektrisch verbunden. Der Transistor ist
besonders flr den Eirsatz in leistungsstarken NF-Endstufen und in stabilisierten Netzgeraten
geeignet. Auf Wunsch kénnen die Transistoren gepaart geliefert werden. Fir die isolierte
Befestigung dieses Transistors auf einem Chassis sind 1 Glimmerscheibe und 2 Isoliernippel
vorgesehen, diese sind zusétzlich zu bestellen.

Typ Bestellnummer
BDY 394 Q62702-D98-V1
BDY 39-6 Q62702-D98-V2
BDY 39 gepaart Q62702-D98
Glimmerscheibe Q62901-B11-A
Isoliernippel Q62901-B 50
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Bala =262y
Gewicht etwa 16,5 g MaRe in mm Glimmerscheibe, trocken: R, = 1,25 K/W
gefettet: Ry, = 0,35 K/W

Grenzdaten
Kollektor-Basis-Spannung Ucso 100 \
Kollektor-Emitter-Spannung
(Uge = - 1,5V; I = 10 mA) Ucey 100 \
Kollektor-Emitter-Spannung
(Rge = 100 Q; Ic = 200 mA) Ucer 70 \
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 60 \
Emitter-Basis-Spannung Ugso 7 \
Kollektorstrom I 15 A
Kollektorspitzenstrom (¢t < 10 ms) Icm 22,5 A
Basisstrom Iy 7 A
Emitterstrom Ie 20 A
Sperrschichttemperatur T; 200 °C
Lagertemperatur T —-65 bis +200| °C
Gesamtverlustleistung (Tg < 25°C) Piot 117 w
Wirmewiderstand
Kollektorsperrschicht-Transistorgehéuse Rinug | =15 | K/W
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BDY 39

Statische Kenndaten (7; = 25°C):

Kollektor-Emitter-Reststrdm (Uce = 30 V)
Kollektor-Emitter-Reststrom (Uces = 100 V)
Kollektor-Emitter-Reststrom

(Ucey =100 V; Uge = - 1,5V)
Kollektor-Emitter-Reststrom

(Ucey =60 V; Uge = - 1,6V, Tg = 1560°C)
Kollektor-Emitter-Reststrom

(Uce =100 V; Uge = -1,5V; Tg = 150°C
Emitter-Basis-Reststrom (Uggo = 7 V)
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

(Ic = 200 mA)

Basis-Emitter-Spannung (Ic = 4 A; Uce = 4 V)
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

(Ic = 200 mA; RBE =100 Q
Kollektor-Emitter Durchbruchspannung

(Ic =100 mA; Uge = -1,5V)
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(Ic=4A; Iz =04A)

Statische Stromverstarkung: 1)
(Ic=4A;Uc:=4V)

Paarungsbedingung:

(Ic = 500 mA; Uce = 4 V)

Dynamische Kenndaten (7; = 25°C)

Transitfrequenz (Ic = 300 mA; Uee = 2 V)

Grenzfrequenz
(Ie=1A;Uce=4V)

Stromverstarkung
(Ic=1A;Uce=4V;f=1kHz)

1) in B-Gruppen: 4 = 25 bis 63; und 6 = 40 bis 100 lieferbar!
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BDY 39

Zulassiger Betriebsbereich

Ic = f (Ucg); Tg = 80°C; » = 0,01
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Zuléssiger Betriebsbereich
Ic=f{(Uce) Tg=80°C; »=0,1
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BDY 39

Kollektorstrom /¢ = f (Uge)

U, V; Tg
A (Emitterschaltung)

= Parameter
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Eingangskennlinie Iy = f (Ug¢)
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BDY 39

Stromvsrstérkung B =f(l)
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Sattlgungsspannung Ucesar = (1)
10; Tg = Parameter
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BDY 39

Kollektorstrom I = f (U, Ei k linie Iy =
Uce =4V, Tg = Pac?amet(er“) U":‘Eg:ig\/s ennfinie 7y =7 (Uze)
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Ausgangskennlinie I¢ = f (Ucg)

Ausgangskennlinie Ic = f (Uce)
ara ¥ e Ig = Parameter (Emitterschaltung)

Iz = Parameter (Emitterschaltung)
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BDY 39

Ausgangskennlinie I = f (Ucg) Transitfrequenz fr =7 (I¢)
Uge = Parameter (Emitterschaltung) Uce=4
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BDY 87, BDY 88, BDY 89

NPN-Darlingtonstufe fiir NF- und
Schalteranwendungen

-

BDY 87, BDY 88 und BDY 89 sind leistungsstarke hochverstarkende NPN-Endstufen fiir NF-
und Schalteranwendungen. Diese bestehen aus je zwei einfachdiffundierten NPN-Tran-
sistorsystemen in Darlingtonschaltung in einem Gehduse &hnl. 9 A 3 DIN 41875 (SOT-9)
mit 4 Anschliissen. Der KollektoranschluB ist mit dem Gehause elektrisch verbunden,

#4,2°0
Typ | Bestelinummer %ﬂfz’gﬁghgigt’l .9y i; L
BDY 87 062702-D131 Kiihblech 3 mm U
BDY 88 Q62702-D130 15 by ‘
BDY 89 Q62702-D129
Isoliernippel Q62901-B50 B "ol}@ 004
Glimmerscheibe | Q62901-B40 20602 o
#29max || Schaltbild
s L = C
= %
— I :11; ‘Sj B]
=
| 3 g 12
—110+05 = 45207
e et
Gewichtca. 9g MaRe in mm MaRBstab 2:1 B, E;
Grenzdaten BDY 87 | BDY 88 | BDY 89
Kollektor-Basis-Spannung Ucs, 20 40 60 \

‘ Ucs, 20 40 60 v
Kollektor-Emitter-Spannung 1) Ucerx 20 40 60 \
Kollektor-Emitter-Spannung Uceao 20 40 60 \)
Emitter-Basis-Spannung Ugye10 7 7 7 \'

Ue,s20 7 7 7 \
Kollektor-Strom I 8 8 8 A
Basis-Strom I, 05 -] 0,5 05 A
Sperrschichttemperatur T 200 200 200 °C
Lagertemperatur Ts —-65 bis | —65 bis | —65 bis

+200 +200 +200 °C

Gesamtverlustleistung
(Te < 45°C) Prot 35 35 35 w

Wiarmewiderstand

Kollektorsperrschicht- l I
Transistorgehduse \ Rihse =44 =44 =44 K/W

") Ragey < 150 Q; Ugpe, < 0.4V
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BDY 87, BDY 88, BDY 89

Statische Kenndaten (7 = 25°C) BDY 87| BDY 88| BDY 89
Kollektor-Basis-Reststrom
(Ucey = 20V) . Iceio0 <05 mA
(Ucsy =40 V) . Icsy0 < 0,5 mA
(Ucs, = 60V) Iceio0 <05 mA
Koliektor-Emitter-Reststrom
(ch =20V; Ug.‘Ez <+04V;
R, = 150 Q; Tg = 150°C) Tcerxn < 50 mA1)
(Uce =40 V; Icerx) < 50 mA1)
(Uce =60V, Teerny < 50 mA?1)
Kollektor-Emitter-Durchbruch-
spannung (Ic = 200 mA) U(gg)cgz() > 20 > 40 > 60 V2)
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
(Igy = I, = 2 mA?

" Upgreisio = Uiprezszo | > 7 >7 >7 v
Kollektor-Emitter-Séttigungs-
spannung (Ic = 4 A; Ig, = 10 mA) Ucgysary <18 <18 <18 V
Basis-Emitter-Sattigungsspannung
(Ic=4A; Iy, = 10 mA) Usieaeay | <25 <25 | <25 |V
Gleichstromverstédrkung (B offen)
(Ic=05A;Uce=2V) B > 2000 | > 2000 | > 2000
(Ic=84A;Uce=2V) B 2500 2500 2500

(> 500) | (> 1000)| (> 500)

(Ic=8A;Uce =4V) . B >200 | >300 | > 200
Emitter-Basis-Spannung
(Ic=4A; U =2V) " Ugyez <23 <23 <23 v
Dynamische Kenndaten (7; = 25 °C)
Stromverstirkung ‘
bei I = 0,3 A; ’ ' I
Uceg=2V;f=1MHz B 1.5 1,5 1,5

1) Icemx: Kollektor-Emitter-Reststrom mit gedffneter Emitterdiode und Widerstand Rp e,

2zwischen Basis 8, und Emitter £,
2) Impulslidnge = 200 ps; Tastverhiltnis: 1%
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BDY 87, BDY 88, BDY 89

Temperaturabhiéngigkeit der
zulassuge:'Gesamtverlustlmstung Zuléssi’ge Impulsbelastbarkeit
w Proe =f (Tc); (Ucey=2V) “Kf I'thsa )i v = Parameter
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BDY 87, BDY 88, BDY 89

Stromverstérkung B = f (I.)

Uce, = 2V; T = Parameter
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Ausgangskennlinien Ic = f (Uce,).
Alg| = Parameter
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